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5  CENTIMOS

P A T E N T E  DE I N V E N C I O N ___________

a favor de

SIEMEES-SCHUCKERTWERXE Aktiengesellsohaft, -  domiciliada en 

BERLIN-Siemensstadt (Alemania) 

por:

"Disposición de electrodos para espacios de chispa de aparatos 

derivadores de exceso de tensión ”

M e m o r i a  D e s c r i p t i v a .

Esta invención se r e fie re  a un explosor o d isp os ic ión  

de e lectrodos para espacios de chispa en lo s  aparatos descar­

gadores o derivadores de exceso de ten sión . Esta invención re— 
5 suelve el problema de poder aumentar la  sen sib ilidad  de estos

explosores para procesos de compensación de gran frecu en cia .

Se conocen ya d isp osicion es en la s  cuales por medio 

de reactancias o de condensadores se consigue aumentar la  sen—



10

15

20

25

s ib ilid a d  de lo s  explosores o espacios de chispa para rápidas 

variaciones de ten sión . Estas d isp osic ion es  conocidas presen­

tan sin, embargo e l inconveniente de n eces ita r  aparatos espe­

c ia le s  que d if icu lta n  la  construcción  de los  exp losores.

Esta invención soluciona esta  cuestión  por medios sen­

c i l l o s  que consisten  en e l  empleo de su p e r fic ie s  oompuestas pa­

ra los  e lectrod os  en cuyo caso la  composición de la  su p erfic ie  

hace que la  su p erfic ie  de lo s  e lectrod os  produzca un campo uni­

forme para la s  frecu encias normales y en cambio para lo s  proce­

sos de compensación de a lta  frecuencia  se produzca una d is to r ­

sión  del campo. A consecuencia de esta  d is to rs ión  de campo se 

disminuye en gran manera la  tensión  de reacción  del explosor 

para las  a ltas  freou en cias.
Los e lectrod os pueden constru irse convenientemente de 

conductores y semiconductores de ta l manera que la s  d iferen tes 

partes de la  su p e r fic ie  de lo s  e lectrod os están en comunicación 

con e l  conductor por pasos de corrien te  de re s is ten c ia s  muy 

d is t in ta s  con l o  que se consigue que la  corrien te  de carga ca­

p a cit iv a  d e l explosor ex istente antes de la  descarga produz­
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ca en presencia de procesos de compensación de a lta  frecu en cia , 

caidas de tensión  mucho mayores en lo s  pasos de corrien te  o par-

30 tes  de e lectrod o  semiconductores que en lo s  conductores y se 

presenten por tanto grandes d iferen cia s  lo ca le s  de potencial 

en la  su p erfic ie  de lo s  e lectrod os . Las partes buenas conduc­

toras de los  e lectrodos deben presentar formas ta le s  que pro­

duzcan e l  e fe cto  de la s  puntas.
35 Es también p osib le  constru ir lo s  e lectrodos de dos

o mas partes de metal buen conductor, de la s  cuales una so la ­

mente está  en contacto d irecto  con e l  conductor mientras que 
las  otras están completamente separadas entre s í  y del conduc­

to r  por semiconductores. Con e l lo  la s  partes buenas conducto-



40 ras separadas entre s i por semiconductores adquieren a v a r ia ­

ciones tensión de a lta  frecu encia , p oten cia les  d is t in to s  con 

lo  que ŝe producen descargas p a rcia les  en la  su p erfic ie  de 

los  e lectrodos que reducen la  tensión  de descarga.

Los e lectrod os pueden presentar la  forma que se desee. 

45 En e l plano adjunto se representan por ejem plo, d isposicion es 

de placa y esfera . La tensión de reacción  para un radio deter­

minado de la  esfera  depende de la  d istan cia  de ohispa.’

Según la  figu ra  1 la  mayor porción  -1 0 - del casquete 

e s fé r ico  que constituye e l  e lectrod o  está  constitu ida  por un 

50 m aterial semi conductor como carbón, p izarra s i l i t a ,  pasta

de amianto comprimido o análogos. En una perforación  del e le c ­

trodo se encuentra una espiga -1 1 - de metal buen conductor. Por 

-1 2 - se in d ica  e l  e lectrod o  opuesto en forma de p laca. Con co ­

rrien tes alternas de 50 periodos por segundo el campo no su- 

55 fre  d is tors ión  alguna. El campo permanece tan uniforme como s i  

la  porción  -1 0 - del electrodo fuera de un metal buen conductor. 

Sin embargo, cuando se presenta una onda errante de muy a lta  

frecuencia  la  d isp os ic ión  esfera -p la ca  se transforma en punta- 
placa cuya tensión  de reacción  es menor cuando la  d istan cia  de 

60 chispa permanece la  misma. El motivo d e l desplazamiento de cam­

po consiste  en que para a ltas frecuencias la  corrien te  capaci­

tiv a  de carga que pasa por e l  semiconductor —10— de la  esfera  

produce una gran caida de poten cia l con lo  cual e l  poten cia l 
de la  su p erfic ie  de la  porción  -1 0 - de la  esfera  disminuye 

65 muy por debajo d e l potencia l de la  espiga o punta -1 1 - que se 

encuentra fren te  a la  placa -12—.
Calculando la  re s is te n c ia  e s p e c íf ica  del material se­

miconductor es posib le  hacer que a a ltas frecuencias la  d is ­

tors ión  de campo sea mayor o menor. Por ejemplo, es p osib le
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70 hacer que para procesos de compensación de frecuencia  media

por ejemplo, de unos 1000 periodos por segundo e l  campo no su­

fra  d is tors ión  pero que en cambio la  sufra intensamente cuando 

se presenta una onda errante.
Otro ejemplo de e jecución  se representa en la  figu ra  2 

75 en la  cual tanto la  esfera  -1 3 - como la  espiga -1 4 - son de me­

ta l buen conductor. S in  embargo la s  p iezas -1 3 - y -1 4 - están 

separadas una de otra  por un semiconductor -1 5 -, por ejemplo, 

papel mal conductor, un cemento poco conductor o un material 

análogo. La parte de corrien te capacitiva  de carga del exp lo­

ro sor que pasa por la  espiga -1 4 - y sa le  de la  su p erfic ie  -1 6 - 

de la  espiga que se encuentra frente a la  p laca -1 2 - no debe 

atravesar un m aterial que presente re s is te n c ia , por e l  con­

tra r io  la  corr ien te  de carga que sale de la  su p erfic ie  -1 3 - , 

-1 7 -  debe pasar por el material de re s is te n c ia  -15-* A eonse- 

85 cuencia de e l l o  para variaciones de tensión  de a lta  frecuencia  

e l  p oten cia l de la  su p erfic ie  e s fé r ic a  -1 7 - disminuye muy por 

debajo del p oten cia l de la  su p erfic ie  -1 6 - de la  espiga -1 4 - 

rodeada por e l la ,  aún cuando ambas su p e r fic ie s  -1 7 - y -1 6 -  son 

de metal buen conductor. La gran d ife re n c ia  lo c a l  de poten cia l 

90 que se presenta entre la s  su p erfic ie s  -1 6 - y -1 7 - separadas 

por -1 5 - tien e como consecuencia que entre e lla s  se produzca 

una descarga p a rcia l que por su parte ion iza  e l espacio de 

chispa hacia la  p laca -1 2 - acelerando la  descarga.
También pueden construirse subdivididos ambos e le o tr o -  

95 dos opuestos. Por ejemplo, la  placa -1 2 -  puede estar compuesta 

de m ateriables buenos conductores y semiconductores o bien 

puede emplearse un contraelectrodo e s fé r ic o  compuesto.

________ N O T A _________

Se re iv in d ica  como ob jeto  de esta  patente:

100 1) Explosor o d isp osic ión  de e lectrod os  para espacios
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de chispa de aparatos derivadores de sohretenaion caracterizado 

por una su p e r fic ie  de electrodo compuesta de manera ta l que 

con frecuencias normales produzca un campo uniforme mientras 

que con procesos de compensación de a lta  frecuencia produzca una

105 d is tors ión  de campo.
2) Explosor o d isp osic ión  de e lectrod os para espacios 

de chispa según la  re iv in d ica ción  1, caracterizado porque la s  

d iferentes partes de la  su p erfic ie  de e lectrod o  están unidas 

al conductor por pasos de corrien te  de re s is te n c ia  muy d i fe -

110 rente especialmente de m ateriales conductores y semiconducto­

res .
3) Explosor o d isp os ic ión  de e lectrod os para espacios 

de chispa según la  re iv in d ica ción  2, caracterizado porque lo s  

pasos de corrien te  de d iferen te  re s is te n c ia  están constitu idos

115 por e l  mismo cuerpo d e l e lectrodo estando este  subdividido en 

partes conductoras y semiconductoras en d irección  perpendicu­

la r  a la  su p erfic ie  del e le ctrod o .
4) Explosor o d isp osic ión  de e lectrodos para espacios 

de chispa según la  re iv in d ica ción  3, caracterizado porque las

120 partes buenas conductoras del e lectrod o  son de forma t a l  que 

permiten se presente la  acción  de la s  puntas.
5) Explosor o d isp os ic ión  de e lectrodos para espacios 

de chispa según la  re iv in d ica ción  2, caracterizado porque e l  

e lectrodo  consta de dos o mas partes de metal buen conductor

125 una de la s  cuales está en contacto d irecto  con e l  conductor 
mientras que la s  otras están completamente separadas entre s i  

y del conductor por medio de m ateriales semiconductores.
6) Explosor o d isp osic ión  de e lectrodos para espacios 

de chispa de aparatos derivadores de exceso de tensión  según



130 la  re iv in d ica ción  4, caracterizado porque un electrodo co n s t i­

tu ido por m aterial semiconductor está  prov isto  de una perfora ­

ción  qu© lle g a  hasta e l  conductor en la  que se encuentra a lo ja ­

da una espiga o punta de un m aterial buen conductor*

7) D isposición  de e lectrodos para espaoios de chispa 

135 de aparatos derivadores de exoeso de ten sión ,
Barcelona 3 de octubre de 1934- •
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